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摘要(译)

一种有源矩阵液晶显示装置，包括像素晶体管，布线层，第一绝缘层，
下电极层，第二绝缘层和上电极层。布线层连接到像素晶体管。第一绝
缘层设置在像素晶体管和布线层上。下电极层设置在第一绝缘层上，并
用作公共电极层和像素电极层之一。第二绝缘层设置在下电极层上。上
电极层设置在第二绝缘层上，并用作公共电极层和像素电极层中的另一
个。第二绝缘层的厚度t满足t [（ε0ε/ W）×{（0.025381） / P）2/6}
×k×ρON] /τON，其中显示像素具有基本上正方形的形状并且由多个子像
素组成，显示像素垂直排列的间距和显示像素垂直排列的间距显示像素
水平排列分别为P每25.381mm，像素晶体管的沟道宽度为W，像素晶体
管的每单位沟道宽度的导通电阻为ρON，栅极线和漏极线的栅极线和漏
极线的时间间隔为像素晶体管同时导通是τON，第二绝缘层ε的相对介电
常数，真空介电常数是ε0，校正参数是k。通过在上电极层和下电极层之
间施加电压来驱动液晶分子。
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